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В работе исследовались изгибные коротковолновые колебания дислокаций, вызван-
ные внешним воздействием произвольной частоты. Линия дислокации располагалась 
вдоль оси z. Рассматривались малые колебания дислокаций в диссипативной среде. Для 
этого случая, используя результаты работы [1], записано выражение мнимой части обрат-
ной обобщенной восприимчивости дислокации в диссипативном кристалле: 

( )
( )

2 4
1

2 2 2 2 22 2 2 2 2

1Im ,
2 4

m

z

k
s t t

z
t tk t t

bg k k dk
c k c kc k

m g ω gω ω
π ω ω g

−


= − + +  − +
∫  

4 2 2 2 3 4 2 3 2 2 4 2
2 2

2 2 4 2 6 2 4
4 12 16 6 83 z t t z t z t z t z t

z t t
t t

k c k k k kk c
k c k c k k k

g ω g ω g ω g ω gg


+ − + − − + +


 

( )
4 2 2 2 2

2 2
2 2 2 42 2 2 2 2

4 161 4
4

z t l z t l
z t l

tl l

k c kk c
k c kc k

g ω g gg
ω ω g


+ − − +

− +
 

4 2 2 2 2 4 2 4 2
2 2

2 6 2 2 4
16 8 8 88z t l z t z l t z t

z l t
t

k k k c kk c
c k k k k
ω g g ω g g ω gg

+ − + + − −
 

( )
2 2 2 2 2

2 2 2 2 4 2 2 2 22 2 2 2 2

2
2 4

m

z

k
e t t t l t

t l l t tk t t

b ck dk
c k c k c k c kc k

m g g g ω g ωω
π gω ω g


− − + + +  − +

∫  

( )
4 2 4 2 2 2 2 24

2 2 2 6 4 2 2 4 22 2 2 2 2

4 22

4

z t z t l t tz

t t t l l l ll l

k c k c ck
k c k k c c kc k

g ω g ω
ω g g g gω ω g

 
+ + − + − −  

 − +
 

2 2 2 4 2 2 2 2 4 2

4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 6 2
4 2 8 4 4 2t l t z z t z t t z t t

l l l t l t l t l l

c c k k c k k
c k k c k c k c k

g g g g g
ω g ω g g g g g

− − + + − − − +  

2 2 2 2 4 2 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
2 4 4 8 2 2t z l t z t t z l t z t

l l l l l l l

k c k k c k
c k k c k k k
ω g g g g g g

g ω g g ω g g

+ + − + − + 
.                    (1) 

Здесь m  – модуль сдвига кристалла, sb  и eb  – винтовая и краевая компоненты век-
тора Бюргерса дислокации, k  – волновое число, zk  – компонента волнового вектора 
вдоль линии дислокации, mk  – максимальное волновое число, ( )t kg  и ( )l kg  – коэффици-
енты затухания поперечных и продольных звуковых волн в диссипативной среде, tc  и lc  
– скорости поперечных и продольных звуковых волн в бездиссипативном кристалле, ω  – 
частота. Проведена оценка записанных интегралов для механизма электронного торможе-
ния дислокаций. Тогда в рассматриваемом коротковолновом случае (1<< |kzl|<<kml) коэф-
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фициенты затухания 0
4( )

3t x xg g
π

=  и 0( )
6l x xπg g=  [2], где l  – длина свободного пробега 

электрона, x kl=  – безразмерная переменная, 0g  – константа, зависящая от материала. 
Учет главных по k  членов в выражении (1) приводит к необходимости вычисления инте-
гралов 
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Первый интеграл в (2) соответствует торможению прямолинейной дислокации и дает сле-
дующий вклад в мнимую часть обратной обобщенной восприимчивости дислокации: 

2 2 2 2

0 02 2 2 2
2 1 3 8( ) ( )

3 2 4 3 6
s e t t

s e m m
t t l l

b b c cB B k l k l
c c c c
m m πω ω ωg ωg

π π π π
 

− − = − − − +  
 

.         (3) 

Второй и третий интегралы в (2) дают вклад в мнимую часть обратной обобщенной вос-
приимчивости дислокации, соответствующий дополнительной диссипации энергии за 
счет изгибных колебаний дислокации: 
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В итоге для мнимой части обратной обобщенной восприимчивости дислокации в диссипа-
тивном кристалле получено: 
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где ρ  – плотность материала. Заметим, что при малых значениях частоты выражение (4) 
переходит в 
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Этот результат с точностью до коэффициента совпадает с предельным результатом, полу-
ченным в работе [1]. 
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